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Xerfahren zur Montsgs von Halbleiterbauelementen mittels Weich-
otung

Anwendungsgebiet der Erfindung

Dis Erfindung betrifft ein Verfahren zur Montage von Hochspan—
nungstransistoren mittels Weichlotung,

Charakberistik der bekannten technischen LiOsunpgen

Die Montage von metallisierten Si-Elementen aur Trédgerscheiben
oder Sockel mitivels WeichlOtung ist bekanmnt und wird z. B:. in
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der DE-AS 1 207 501 beschrieben,

Weiterhin ist auch das DD-WP 105 744 bekannt, in dem die elek-
tronischen Baueiemente mittels eines riickstandslos verdampfen—
den FluBmittels, z. B. einer alkoholhaltigen Adipins&iureldsung,
aufgelotet werden,

In der DE-AS 2 238 874 wird sin Lotverfahren angegeben, bei den
ein in einer Trégersubstanz golostes Reduktionsmittel als FluB-
mittel verwendet wird. Als Trégersubstanz dient hier gemél An-

spruch 3 Athylalkohol,

SchlieBlich ist durch die DE-OS 1 552 980 ein Verfahren bekannt,
durch das, unter Verwendung von Stickstoif als Schutzgas, dise
Ausbildung von Verférbungen gegliihter Metzlle durch Eintauchen
in eine Fliissigkeit mit geringer Oberfléchenspannung, z. B. Spi~
ritus, verhindert wird, Bei allen genannten Schriften sind die
zu lotenden Fldachen oxidierbar,

Bei der Montage von Hochspannungstransistoren ist es schwierig,
vergoldete Si~Elemente mit einer ungeschilitzten Fase auf einen
vergoldeten Sockel aufrzuldten. Die Elemente sind auf einar Sei-
te ganzfliachig vergoldet. Hierbei ist die Verwendung von FluB-
mitteln nicht mdglich, da bei den bisher bekannten FluBmittein
eine Kontaminierung der ungeschiitzten Fasenflidchen und daumit
verbunden eine schiddliche Beeinflussung der Sperreigenschaften
des Bauelementes nicht zua vermeiden is%, Die Lotung im Schubz-
gas ohne FluBmittel fiihrt ebenfalls zu unbefriedigenden Resulta~
ten. Hierbel zeiglt sich ebenfalls ein nachteiliger FinfluB des
Wasserstoffs auf die Sperrcharakteristik. Bei Verwendung von N,
als Schutzgas treten ein trédger LotfluB und Benetzungsfehlstel:
len auf, die zu einsm Anstieg des Warmewiderstandes fiihren,

2iel der Erfindung

Ziel der Erfindung ist ¢s, bei Hochspannungsbauelementen den
inneren Wirmewiderstand R*h* zu verringern und eine hohsre
AL e



Ausbeute zu erreichen,

Darlegung des Wesans der Brfindung

Ausgehend vom Ziel der Erfindung, stellt sich die technische
Aufgabe, ein Verfahren zuxr fehlerfreien Montage von Hochspan-
nungsbavelementen zu schaffen, beli dem die Sperrcharakteristik
des Bauelementes erhalten bleibt,

ErfindungsgemsB wird diese Aufgabe dadurch gelodst, daB die ge-
dtzten, auf der Fase ungeschiitzten Elemente, die einseitig
ganzflachig vergoldet sind, unmittelbar vor der Lotung in einer
N,~Atmosphére kurz in Athanol getaucht werden und danach in be-
kannter Weise unter Beibehaltung der Né—Schutzgasatmosphére bei
Temperaturen zwischen 200 und 500 °C mit einem bleihaltigen
Zinnlot auf den Tridger oder Sockel aufgelotet werden. Die Wir
kung der dargelegten erfinderischen Makinahme ist flir den Fach-
mann uberraschend, da bei den vergoldeten Bauteilen Oxidschich=-
ten, wie sie bei anderen Metallen auftreten, hier nicht vorhan-
den sind, Der Wirkungsmechanismus muBl sich von dem, der bsi der
Verwendung von alkoholhaltigen FluBmitteln bei anderen Metallsn
auftritt, unterscheiden, da dis Fachwelt bei Goldoberilichen
nicht von einer Aktivierung durch Athanol sprechen wiirde und
Athanol in den bekannten Fillen immer nur in Verbindung mit wei-
teren Mitteln (Sduren) zur Anwendung gelangt ist. Obwohl der
Wirkungsmechanismus des erfindungsgeméBen Verfshrans nicht volle
kommen geklért ist, wird angenommen, daB die bei der Temperatur—
erhohung entstehende Alkoholwolke eine Art gasformiger Schutze
schicht auf der vergoldeten Elementoberflache bildet, unter de-
ren EinfluB sich ein besserer LotfluB und dadurch weniger Be-
netzungsfehlstellen ergeben,

Ausfiihrungsbeispiel

Gedtzte, gespiillte und getrocknete Si-Elemente filir Hechspannungse—
transistoren werden am Lotplatz untex N2 etwa 3 Sekunden in Atha~
nol (99 %) getaucht und inuerhalb von 20 Sekunden auf den vorhsr
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auf eine Lottemperatur von ca. 270 °c gebrachten Sockel gelegt.
Gleichzeitig wird dabei das Lot (z. B. PbSn 60) zugefithrt, wel-
ches sofort zwischen Element und Sockel flieBt. Nach Herstel-

lung der Stromzufiihrungen wird das Bauelement mit einem geeig~

neten Abdeckstoff stabilisiert.



Anspruch

Verfehren zur Mortage von slektrornischen Hochspannungsbauelemen~
ten, insbesondere Hochspannungsbtraasistoren, mittels Weichlo-
tung der vergoldeten Si~Hlemenie in einer N2~Schutzgasatmosph“-
rag, dadurch gekennzeichnet, dall die vergoldeten auf Jer Fase
ungeschutzten Si-Elemente vor der Lotung filir die Dauer einiger
Sskunden in Athanol getaucht und snschliefend innerhalb von

20 Sekunden mit einem Blei-Zinnlot bei Temperabturen im Bereich
200--50C °C mit dem Sockel verlotets werden.

In betracht gezogene Druckschriften:
DD-PS 105 744 (B 23 X, 1/20)

DE-O3 1552980 (B 29 K, 1/12)
DE~-AS 2238374 (B 23 X, 1/12)
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